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α／（°）
ｄ／μｍ

１０ ２０ ３０
６０ Ｄ１（２．７３，１．８９） Ｄ６（２．７１，１．８１）

９０ Ｄ２（２．５３，１．６５） Ｄ５（２．５５，１．６８） Ｄ１０（２．３４，１．６３）

１２０ Ｄ３（２．６４，１．７５） Ｄ４（２．５９，１．７０）

　Ｎｏｔｅ：ｔｈｅｌｅｆｔｄａｔａｉｎｔｈｅｂｒａｃｋｅｔｓａｒｅｔｈｅｆｕｎｃｔｉｏｎｔｉｍｅｓ，μｓ；

ｔｈｅｒｉｇｈｔｄａｔａａｒｅｔｈｅｅｎｅｒｇｉｅｓｒｅｑｕｉｒｅｄｏｆＳＣＢｆｉｒｉｎｇ，ｍＪ．

Ｔａｂｌｅ４　Ｅｆｆｅｃｔｏｆｔｈｅａｍｏｕｎｔｏｆｔｈｅａｎｇｌｅａｎｄ

ｔｈｅａｐｅｒｔｕｒｅｏｆｔｈｅｈｏｌｅｏｎｅｘｐｌｏｓｉｖｅｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ

φ
ｍ

１ ２ ３
０ Ｄ５（２．５５，１．６８）

８．２ Ｄ７（２．６１，１．７５）

１０ Ｄ８（２．６５，１．７８） Ｄ１３（２．１６，１．５２） Ｄ１２（１．９５，１．３３）

１２ Ｄ９（２．６０，１．７５）

Ｔａｂｌｅ５　Ｅｆｆｅｃｔｏｆｔｈｅａｍｏｕｎｔｏｆｔｈｅａｎｇｌｅａｎｄ

ｔｈｅａｍｏｕｎｔｏｆｔｈｅｈｏｌｅｏｎｅｘｐｌｏｓｉｖｅｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ

Ｎ
ｍ

１ ２ ３
１ Ｄ８（２．６５，１．７８） Ｄ１３（２．１６，１．５２） Ｄ１２（１．９５，１．３３）

２ Ｄ９（２．６３，１．８５） Ｄ１４（２．４１，１．５９）

５　Ｃｏｎｃｌｕｓｉｏｎｓ

　　ＴｈｅＳＣＢｓｗｉｔｈｄｉｆｆｅｒｅｎｔｇｅｏｍｅｔｒｙｗｅｒｅｆａｂｒｉｃａｔｅｄ
ａｎｄｍｅａｓｕｒｅｄ．Ｔｈｅｃｏｎｃｌｕｓｉｏｎｓｗｅｒｅａｓｂｅｌｏｗ：
　　（１）Ｔｈｅｆｕｎｃｔｉｏｎｔｉｍｅａｎｄｔｈｅｆｉｒｉｎｇｅｎｅｒｇｙｒｅｑｕｉｒｅｄ
ｆｏｒｔｈｅＳＣＢｗｉｔｈｔｈｅａｎｇｌｅｏｆ９０°ｉｎｔｈｅｍｉｄｄｌｅｏｆｔｈｅ
ｂｒｉｄｇｅａｒｅｓｍａｌｌｅｒｔｈａｎｔｈｏｓｅｗｉｔｈ６０°ａｎｄ１２０°ａｎｇｌｅｓ．
　　（２）Ｉｎｃｒｅａｓｉｎｇｔｈｅａｎｇｌｅｈｅｉｇｈｔｒｅｄｕｃｅｓｔｈｅｆｕｎｃｔｉｏｎ

ｔｉｍｅａｎｄｔｈｅｆｉｒｉｎｇｅｎｅｒｇｙｒｅｑｕｉｒｅｄ．
　　（３）ＴｈｅｆｕｎｃｔｉｏｎｔｉｍｅｏｆＳＣＢａｎｄｔｈｅｆｉｒｉｎｇｅｎｅｒｇｙ
ｒｅｑｕｉｒｅｄｏｂｖｉｏｕｓｌｙｄｅｃｒｅａｓｅｗｉｔｈｉｎｃｒｅａｓｅｏｆｔｈｅｎｕｍｂｅｒ
ｏｆａｎｇｌｅｓ，ｗｈｉｃｈｉｓｍｏｒｅｅｆｆｅｃｔｉｖｅｔｈａｎｔｈｅａｍｏｕｎｔｏｆ
ｈｏｌｅｓｏｎＳＣＢ．

Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅｓ：
［１］祝逢春，徐振相，陈西武，等．半导体桥火工品研究新进展［Ｊ］．

兵工学报，２００３，２４（１）：１０６－１１０．

ＺＨＵＦｅｎｇｃｈｕｎ，ＸＵＺｈｅｎｘｉａｎｇ，ＣＨＥＮＸｉｗｕ，ｅｔａｌ．Ｐｒｏｇｒｅｓｓｏｎ

ｔｈｅｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒｂｒｉｄｇｅｉｎｉｔｉａｔｏｒ［Ｊ］．ＡｃｔａＡｒｍａｍｅｎｔａｒｉｉ，２００３，２４

（１）：１０６－１１０．

［２］祝逢春，秦志春，陈西武，等．半导体桥的设计分析［Ｊ］．爆破器

材，２００４，３３（２）：２２－２５．

ＺＨＵＦｅｎｃｈｕｎ，ＱＩＮＺｈｉｃｈｕｎ，ＣＨＥＮＸｉｗｕ，ｅｔａｌ．Ａｎａｌｙｓｅｓｏｎｓｅｍｉｃｏｎ

ｄｕｃｔｏｒｂｒｉｄｇｅｄｅｓｉｇｎ［Ｊ］．ＥｘｐｌｏｓｉｖｅＭａｔｅｒｉａｌｓ，２００４，３３（２）：２２－２５．

［３］谢茂浓．半导体硅桥点火器的设计初探［Ｊ］．四川大学学报，

１９９７，３４（６）：７６２－７６６．

ＸＩＥＭａｏｎｏｎｇ．Ａｄｅｓｉｇｎｏｆｉｇｎｉｔｒｏｎｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒｓｉｌｉｃｏｎｂｒｉｄｇｅｓｔｕｄｙ

［Ｊ］．ＪｏｕｒｎａｌｏｆＳｉｃｈｕａｎＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，１９９７，３４（６）：７６２－７６６．

［４］ＣＢＭｃＣａｍｐｂｅｌｌ，ＲＷ Ｂｉｃｋｅｓ，ＪｒＳＬＳｃｈｌｏｂｏｈｍ．Ｖｅｒｙｌｏｗｅｎｅｒｇｙ

ｉｇｎｉｔｉｏｎｏｆｐｙｒｏｔｅｃｈｎｉｃｓｕｓｉｎｇａｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒｂｒｉｄｇｅ（ＳＣＢ）［Ｒ］．

ＤＥ９００００７７８：１９９０．

［５］ＫｙｅＮａｍＬｅｅ，ＭｙｕｎｇＩ１Ｐａｒｋ，ＳｕｎｇＨｏＣｈｏｉ，ｅｔａｌ．Ｃｈｒａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓ

ｏｆｐｌａｓｍａｇｅｎｅｒａｔｅｄｂｙｐｏｌｙｓｉｌｉｃｏｎｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒｂｒｉｄｇｅ（ＳＣＢ）［Ｊ］．

ＳｅｎｓｏｒｓａｎｄＡｃｔｕａｃｔｏｒｓ，２００２，Ａ９６：２５２－２５７．

［６］ＦＥＮＧＨｏｎｇｙａｎ，ＬｌＹａｎ，ＺＨＡＮＧＬｉｎ，ｅｔａｌ．Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｏｆｔｈｅ

ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒｂｒｉｄｇｅ（ＳＣＢ）ｐｌａｓｍａｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｂｙｔｈｅｄｏｕｂｌｅｌｉｎｅｏｆ

ａｔｏｍｉｃｅｍｉｓｓｉｏｎｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ［Ｊ］．ＣｈｉｎｅｓｅＪｏｕｒｎａｌｏｆＥｎｅｒｇｅｔｉｃＭａｔｅｒｉ

ａｌｓ，２００７，１５（２）：１３４－１３６．

［７］ＪｏｎｇｄａｅＫｉｍ，ＴａｅＭｏｏｎＲｏｈ，ＫｙｏｕｎｇＩｋＣｈｏ．Ｏｐｉｔｉｃａｌｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓ

ｏｆｓｉｌｉｃｏｎｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒｂｒｉｄｇｅｓｕｎｄｅｒｈｉｇｈｃｕｒｒｅｎｔｄｅｎｓｉｔｙｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓ

［Ｊ］．ＩＥＥＥＴｒａｎｓａｃｔｉｏｎｓｏｎＩｎｓｔｒｕｍｅｎｔａｔｉｏｎａｎｄＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ，２００１，

４８（５）：８５２－８５７．

半导体桥上尖角、圆孔对其电爆性能的影响

周　彬１，毛国强１，秦志春１，祝逢春２，徐振相１，陈　飞１，张文超１
（１．南京理工大学化工学院，江苏 南京 ２１００９４；

２．中国人民解放军 ９５８５６部队，江苏 南京 ２１００２８）

摘要：设计了 １４种带有尖角和圆孔的半导体桥，研究了在电容放电发火条件下尖角、圆孔对其发火时间、发火所消耗的

能量等性能参数的影响规律，并从半导体桥的作用机理方面对实验结果进行了分析。结果表明，ＳＣＢ上 Ｖ型尖角使得 ＳＣＢ

发火时间和发火所消耗的能量明显降低，而圆孔对 ＳＣＢ发火性能影响不明显。

关键词：应用化学；火工品；半导体桥；发火时间；发火消耗能量
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